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‘pitel der Erfindung

Schaltungsanordnung mit Hystereseverhalten in digitalen
Schaltkreisen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf eine digitale Schaltungsan-
ordnung, die es ermdglichi, Schaltungen aufzubauen, deren
{bertragungskennlinie ein Hystereseverhalfen aufweist, 1ns-
besondere Schaltungen mit TTL-Logik.

Charakterigtik der bekannten technischen Losungen

Herkdmmliche TTL-Schaltungen, wie sie aus der Literatur hin-
reichend bekannt sind, verwenden in vielen Féllen Multiemit~
ter-npn- oder pnp-Transistoren als Bauelemente am Eingang der
Schaltung. Durch die Art der Verbindung dieser Eingangstran~
sistoren mit den Transistoren der nachfolgenden Schaltung er-
folgt die Festlegung der Schaltschwelle fiir die gesamte Struk-
tur, Da fiir TTL-Standardschaltungen Elngangsqunnungen =0,87



als "Low" und £ 2,0 V als "High" erkannt werden sollen, liegt
die Schaltschwelle UIS am glinstigsten bei etwa 1,4 V; d. h{

eg exigstieren etwa gleiche StSrsicherheiten beziiglich des Low~
und des High-Pegels. Eine ErhShung dieser StUrsicherheiten

kann erreicht werden, wenn die Eingangsschaltung Hysterese-

- eigenschaften besitzt; d. he die Einschaltspannung U;gr (Uber-
gang Low - High am Eingang) gréBer als die Ausschaltspannung
UISH (ﬁbergang High - Low am Eingang) ist. Eine M8glichkeit ‘
der BErzeugung einer solchen Hysterese wird im EP O 041 363 dar-
gestellt. Die dort gezeigte Schaltungsvariante besitzt jedoch’
den Nachteil, daB8 sie nicht mit den oben genannten TTL-~Eingangs-
bedingungen arbeiten kann, da die erreichie Hysterese nicht
symmetrisch zur glinstigsten Umschaltschwelle von 1,4 V liegt.
Die erreichten Schwellspannungen liegen bei etwa 1,3 V (UISL)
und 0,9 V (Urgg) « Der maximal zuléssige Low~Pegel am Eingang

der Schaltung mu8 damit auf etwa 0,6 V begrenzt werden, da er
sonst bel geringen FluSspannungen der im Referenzzweig liegen-
'den Transistoren und/oder erhdhten Umgebungstemperaturen nicht
mehr sicher erkannt wird,

Ziel der Erfindung

Das Ziel der vorliegenden Erfindung besteht in der Schaffung
storgicherer Eingangsstufen filr digitale Schaltkreise, die
ein Hystereseverhalten aufweisen und den logischen TTL-Pegel~-
bereich ohne Einschrinkungen sicher erkennen,

Darlegung des Wesens der Erfindung

‘Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die gesamte Spannungs-
hysterese in positiver Richtung zu verschiében, so daf8 die Er-
hohung der Sttrsicherheiten fiir beide logische Eingangspegel
wirksam und ein sicheres Arbeiten der Schaltung bei Einhaltung
der oben genannten TTL~Eingangspegel gewdhrleistet wird.
Erfindungsgem#d8 wird die Aufgabe dadurch gelost, daB eine
Scbottkydiode in den fir die lLage der Schaltschwellen verant-



-

wortlichen Referenzzweig eingefiigt ist. Je nach der Auslegung
dieser Schottkydiode; d. h. nach ilhren geometrischen Abmessun~-
gen und der Hohe der Potentialbarriere werden die Schwellspan-
nungen um den Wert der DiodenfluBspannung in positiver Rich-
tung verschoben. Es ergeben sich die Schaltschwellen

Urse = “Ugsx1 * Umexs * Usgxo *+ Uppx3 + Ups

U1st = Vmext * Uomxs * Usmxz * Upmxs + Upe

Die eingefﬁhrté Schottkydiode ist dabel vorzugsweise direkt an
den Emitter des fiir die Erzeugung der Hysterese verantwortli-
chen Transistorsfanzuschlieﬁen, um eine Auswirkung der Poten-
tialverschiebung auf die Funktion der der Eingangsstufe nach-
folgenden Schaltung zu vermeiden. Weitérhin ist sie "mit éiner
Eingangsschaltung verbunden, '
Damit werden beide Stbrsicherheiten erhdht, wobei ausreichende
Sicherheitsabstinde zu den minimal bzw. maximal zulédssigen Ein=-

gangsspannungspegeln flir die beiden logischen Zustinde vorhan~-
den sind,

Ausfﬁhrungsbeispiel

Die erfindungsgemiBe Losung ist nachfolgend an einem Ausfuhrungs-
beispiel beschriehen,

Pigur 1 Prinzipschaltbild

Pigur 2 Treiberstufe unter Verwendung der erfindungsge—'
néfen Losung

Figur 3 Ubertragungskurven der Treiberstufen bei unter-

schiedlichen Umgebungstemperaturen
Figur 4 ~ 6 Verschiedene Varianten der Eingangsschaltung

A

Im folgenden soll die Wirkungsweise der Schaltung gem#3 Figur 2
beschrieben werden.



Bei Low~Pegel am Eingang leitet der pnp-Transistor T1; die
Referenzstrecke T4 (T5) - D2-T2-T3 ist gesperrt. Der Darling-
tontransistor T8/T9 wird durchgesteuert. Damit liegt am Aus-
gang der Schaltung hohes Potential, Als Referenzpunkt fir das
Zuschalten der Riickkopplung wirkt der Bgsisanschlu8 von T7.
Es gilt:

Ups * Usgre * Ucn7 = Uspr7 * Ucere + Usprse

Ist T2 gesperrt, so flieBt der gesamte Basisstrom von 77 in
die Basis von T6 und steuert diesen durch. Damit wird dem
Transistor T5 der Basisstrom entzogen; er ist gesperrt. Bei
ErhShung der Eingangsspannung bis zum Wert der Einschalt=~'
schwelle wird T2 durchgesteuert; am Ausgang der Schaltung
liegt niedriges Pqotential. Gleichzeitig ¢ffnet die Basis-
Emitter~Diode von T7; T6 bekommt keinen Basisstrom mehr und
gperrt. Dadurch leitet T5, und die Basis-Emitter-Diode von T4
wird mit der durchgesteuerten Kollektor-Emitter-Strecke des

- Transistors T5 Uberbriickt. Damit verindert sich die Referenz-
‘strecke am Eingang der Schaltung, so daB erst bei einer Aus-
schaltspannung UiSL’ die etwa 0,3 =~ 0,5 V niedriger als die
Einschalischwellspannung UISH ist, das Low-Signal am Eingang
erkannt wird, Dann stellt sich der oben beschriebene Anfangs-
zugtand wieder ein; d. he, auch T5 sperrt wieder und besitzt
damit keilnen Einflu8 auf die Eingangsreferenzstrecke.

Bin entsPrechendes'Diagramm mit der Darstellung von Ubertra-
gungskurven dieser Schaltung bei verschiedenen Umgebungstem-
peraturen wird in Figur 3 gezeigt,

Neben der in Figur 1 dargestellten Eingangskonfiguration sind
auch Varianten mit anderen Eingangselementen mdglich, die in
Verbindung mit der Schottkydiode D2 die gleiche Wirkung wie

- oben beschrieben hervorrufen.

Solche Eingangselemente sind:

-~ der Multiemitter-pnp-Transistor T11 (Fig. 4),
- der npn-Transistor 721 (Fig. 5),
- die Schottkydiode D11 (Fig. 6).
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Schaltungsanordnung mit Hystereseverhalten in digitalen
Schaltungen mit 2 Transistoren, wobel der Kollektor des
zweiten Transistors und die Basis des ersten Transistors
verbunden sind, gekennzelchnet dadurch, daf die Emitter
beider Transistoren (T4, T5) gemeinsam iber eine Schottky-
diode (D2) mit der Basis nachgeschalteter Treibertransi-
storen (T2; T3) und liber weitere Schaltelemente (LS; RK)
mit der Basis von (T5) verbunden sind, wobei die Katode
der Diode (D2) weiterhin mit einer Elngangsschaltung (ES)
zusammengeschaltet ist. |
Schaltungsanordnung nach Punkt 1, gekennzeichnet daduréh,'
daB die Eingangsschaltung (ES) durch einen pnp~Transistor
(T1) realisiert ist.

Schaltungsanordnung nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurech,
daB die Eingangsschaltung (ES) durch einen Multiemitter-

‘pnp-Tran51stor (711) realisiert ist.

Schaltungsanordnung nach Punkt 1, gekennzelchnet dadurch,
daf ‘die Eingangssachaltung (ES) durch einen npn-Transisior
(P21) realisiert ist. |
Schaltungsanordnung nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch,
dag die Eingangsschaltung (ES) durch eine Schottkydiode
(D11) realisiert ist.
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